
Механическая память может работать, выполняя миллионы и миллиарды 
циклов в секунду. Механические ключи такой памяти потребляют в миллион раз 
меньше энергии, чем их электронные аналоги. С их помощью можно создать 
универсальную память, которая будет сочетать в себе скорость статического ОЗУ 
(SRAM), низкую стоимость динамического ОЗУ (DRAM) и энергонезависимость флэш-
памяти. Новая память обеспечит надежное ее функционирование при воздействии 
высоких температур, электромагнитных полей и радиации.  

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
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Развитие электроники привело к расширению пределов измеряемых токов 
полупроводниковых приборов. Согласно существующим потребностям измеритель 
параметров высоковольтных полупроводниковых приборов должен обладать 
чувствительностью по току до одного пикоампера. 

Методы, используемые в известных измерителях параметров высоковольтных п/п 
приборов, не позволяют достичь требуемых результатов. Их суть заключается 
в измерении тока, протекающего через шунт, включенный в низковольтную цепь 
выходного трансформатора источника коллекторного напряжения, соединенную 
с общим проводом. Такое расположение шунта при измерении малых токов приводит 
к существенному влиянию помех сети на результат измерения. 

Суть нового метода заключается в перенесении шунта в высоковольтную цепь 
выходного трансформатора источника коллекторного напряжения с использованием 
гальванической развязки измерителя тока от других частей прибора. Данная мера 
позволит существенно уменьшить влияние помех сети. Общим проводом 
для измерителя тока является высоковольтный вывод выходного трансформатора 
источника коллекторного напряжения. С помощью широкополосного аналого-
цифрового преобразователя осуществляется преобразование измеренных мгновенных 
значений тока в цифровой сигнал. Гальваническая развязка осуществляется 
по цифровому сигналу с помощью инфракрасных приемо-передатчиков, разнесенных 
на небольшое расстояние. 

Предложенный метод повышения чувствительности позволяет увеличить 
точность измерения вольт-амперных характеристик высоковольтных 
полупроводниковых приборов. 

РАСШИРЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ЭЛЕМЕНТОВ И КОМПОНЕНТОВ 
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Развитие науки и техники в настоящее время направлено на создание ресурсо- и 
материалосберегающих устройств, в частности, на разработку микросистем, 
выполняющих управляющие, контролирующие, регулирующие и др. функции 
в автоматизации производств. Особое внимание уделяется микросистемам, 
использующим электростатический принцип актюации, который предопределяет 
снижение потребляемой электроэнергии и массогабаритных показателей. 

Конструктивно устройства состоят из неподвижного (НЭ) и подвижного (ПЭ) 
разноименно заряженных электродов. При функционировании ПЭ за счет 
возрастающих при повышении напряжения электростатических сил перемещается 
к НЭ. Диапазон напряжений 1–100 В. Реализация таких микроэлектромеханических 
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